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Влияние перезарядки на интенсивности спектральных линий многозарядных ионов представляет значительный интерес в термоядерных установках с магнитным удержанием для определения коэффициентов диффузии многозарядных ионов, а также условий реализации режимов «прилипшей» и «отлипшей» плазмы. Особый интерес для экспериментальных исследований представляет перезарядочная спектроскопия, поскольку она приводит к заселению высоковозбужденных атомных состояний многозарядных ионов, что открывает возможность наблюдения спектральных линий ионов в видимом диапазоне.

При сравнении источников заселения различных энергетических уровней следует учесть уравнения ионизационного баланса: 
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- полные скорости рекомбинации и ионизации, 
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Источники заселения на определенный энергетический уровень n,  определяемые возбуждением иона 
 A+Z
и рекомбинацией иона  A+(Z+1), с учетом ионизационного баланса записываются в виде: 
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, где 
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- скорости возбуждения и всех рекомбинационных процессов, включая перезарядочную рекомбинацию на уровень n.

Можно видеть, что рекомбинационный источник содержит отношение скоростей рекомбинации на определенный уровень энергии к полной скорости рекомбинации. Соотношение между источниками возбуждения и ркомбинации зависит от конкретной структуры атома и наблюдаемого главного квантового числа 
n, а также от условий в плазме. Когда преобладает рекомбинационный источник - эффект пропорционален плотности ионов
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. В то же время увеличение рекомбинационных каналов приводит к одновременному увеличению как числителя (ответственного за заселение энергетических уровней), так и знаменателя (ответственного за сдвиг ионизационного баланса). Таким образом, рекомбинационный источник приводит к поялению эффекта насыщения. Этот эффект для источника заселения, обусловленного перезарядкой, представлен на Рис.1.
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Рис. 1 Зависимость относительного источника заселения  q*(n) от величины NH/Ne для различных зарядов иона Z (кривая 1 соответствует Z=2,  2 - Z=6, 3 - Z=10, 4 - Z=30)
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